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변수화 모델을 통한 InAsxSb1-x 화합물의 유전함수 분석 
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  적외선 영역에서의 밴드갭 에너지를 가지고 있는 III-V 족 화합물 반도체 물질인 InAsxSb1-x 
는 좋은 성장 안정성과 높은 전자, 홀 이동도를 가지며, 제작 비용이 적게 드는 등 적외선 광소

자 제작에 많은 이점을 가지고 있기 때문에 그에 관한 연구가 최근 활발히 진행 되고 있다. 하
지만 이러한 InAsxSb1-x 를 소자 제작에 이용하기 위해서는 임의의 As 함량에 따른 InAsSb 의 

물질의 광학적 특성 정보가 필요하다. 본 연구에서는 1.5∼6.0 eV 에너지 구간에서 InAsxSb1-x (0 
≤ x ≤ 1) 화합물의 임의의 As 함량에 따른 유전함수를 분석하고 그 분석 변수들을 보고하고

자 한다. 기성박막층착장치 (molecular beam epitaxy) 를 이용하여 GaAs 기판 위에 성장 시킨 

InAsxSb1-x (x = 0.000, 0.127, 0.337, 0.491, 0.726, 1.000) 박막의 순수한 유전함수 ε 을 화학적 에

칭을 통해 산화막 층을 제거하여 타원편광분석법을 이용하여 얻었다. 측정된 유전율 함수는 

Gaussian-broadened polynomial 들의 합으로서 반도체 물질의 유전함수를 정확히 기술하는 변수

화 모델을 이용하여 재현하였다. 변수화 모델을 통해 얻어진 각각의 변수들을 As 조성비 x 에 

대한 다항식으로 피팅하여 임의의 As 조성비에 대한 변수 값을 얻었다. 그 결과 임의의 조성비

에 따른 InAsxSb1-x (0 ≤ x ≤ 1) 의 유전율 함수를 얻어낼 수 있었다. 우리는 이러한 결과가 물

질의 실시간 성장 모니터링이나 다층구조 분석, 광소자의 제작 등에 유용한 정보를 제공할 것

으로 확신한다. 


